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화학 기상 증착법(chemical vapor deposition ; CVD)으로 성장시킨 그래핀은 대면적 그래핀 기반 전기소자(electronic device) 제작에 기여한다. 우리는 CVD로 성장시킨 단일층 그래핀(mono layer graphene)의 자기전도도에 대해서 연구하였다. 40 K 이하의 저온에서 자기전도도의 weak localization 효과를 확인하였으며 온도, 게이트 전압 그리고 자기장 방향에 따른 weak localization 효과 또한 확인하였다. 자기전도도를 McCann formula로 분석하여 얻은 위상 결맞음 길이 (phase coherence length)는  320 nm로 exfoliated graphene의 위상 결맞음 길이(600 nm)와 비슷하게 나타났다.
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